题目：
有机半导体薄膜晶体管的缺陷态

摘要：
有机或氧化物薄膜晶体管（TFT）含有大量的界面缺陷和体缺陷，导致其电流-电压特性偏离理想的场效应晶体管或晶体管特性。界面缺陷多表现为功函数失配、界面态、表面复合影响的肖特基电荷注入；而体缺陷则表现为微晶结构或高聚物链的堆叠间隙等。报告主要汇报针对两类缺陷的研究工作。通过设计界面缺陷态的定量表征的研究方法，研究验证耗尽层在注入、器件工作的关键影响；通过发展电极注入层、器件结构设计，降低接触电阻的系列方法，得到了接近欧姆接触的金属-半导体界面。而对有机半导体的体缺陷态，提出通过能带的非局域化衰减参数，定量描述结构或能量缺陷态对微观迁移率和宏观迁移率的影响，并从实验上发展出通过调整固-液-气三相界面的表面自由能，控制溶液态的成膜过程和诱导结晶，实现高质量的半导体以及半导体-绝缘层界面，制备出电学性质比较理想的有机薄膜晶体管。
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